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遷移金属ダイカルコゲナイドWTe2は、トポロジカルな 2次元材料として、単層 1T’相における 2次

元トポロジカル絶縁体状態や多層における高次トポロジカルのヒンジ状態などの特徴的な物性を有す

ることから注目されている。特に、トポロジカルな伝導チャネルと超伝導体を組み合わせることで発

現させたマヨラナゼロモードを用いたトポロジカル量子ビットが提案されており[1]、量子コンピューテ

ィングへの応用も期待されている。WTe2薄膜の物性を引き出しデバイスとして機能させるには、特徴

的な電子状態にキャリアを注入できるような良質な電極が不可欠である。しかし、WTe2デバイスの試

作報告例は数が限られ、電極形成プロセス周りの理解が求められている。今回我々は、WTe2薄膜デバ

イス試作において、異なる電極形成プロセスを適用し、それらプロセスと電気特性の関係について検

討を行ったので報告する。 

WTe2 薄膜には、高純度単結晶[2]から剥離することによ

り得た 10 nm程度以下の膜厚のサンプルを用いた。WTe2

が酸化されやすい性質を有するため、デバイスプロセスは、

可能な限り酸化防止策を施した手法で行った。WTe2 薄膜

表面の大気暴露を防ぐために良質な hBN 薄膜[3]により保

護した構造も用いた。デバイスプロセスは以下の 2つのプ

ロセスを検討した。一つは、WTe2 薄膜デバイスにおいて

一般的なプロセスである、パターニング済みの金属電極付

き基板上にWTe2を転写することでコンタクトを形成する

面接触型のデバイスプロセスである（図 1A）。もう一つは、

基板転写後にドライエッチングを経て金属電極を蒸着す

ることで、劈開面に垂直な面にコンタクトを形成するエッ

ジ接触型のデバイスプロセスである（図 1B）。これらのプ

ロセスで試作したデバイスは、1～20 kΩ程度の抵抗値を示し、

コンタクト部分のダメージや実効的な接合面積の違いを反映

していると考えられる。今後、プロセスがコンタクトに与えるメカ

ニズムを明らかにするとともに、WTe2 薄膜固有の輸送特性の

評価を進めていく。 
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Figure 1. Side view schematics of the devices 

with the different contact processes. 

 

Figure 2. Optical image of the fabricated device 

with the surface contacts. 
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